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【はじめに】high-k 絶縁膜を用い Sub-1nm の EOT を目指すには SiO2 界面層を必要としない

high-k/Si の直接接合が必須である。そのためには SiO2/Si に匹敵する良好な界面特性を有する

high-k/Si 接合の実現が必要である。本研究では、La2O3 堆積後高温短時間熱処理で形成した La
シリケート層を界面に用いた high-k/Si MOS 構造について検討を行ったので報告する。 
【実験方法】化学洗浄の後、希フッ酸処理をした n-Si(100)基板上に電子ビーム蒸着法を用いて

La2O3を堆積した後、窒素雰囲気中 900℃、2 秒間の熱処理により La シリケートを形成した。そ

の上に電子ビーム蒸着法を用いて HfO2を堆積し、引き続き真空一貫でゲート電極を RF スパッタ

法により形成した。 
【結果】図 1 に約 2nm の La シリケート層を界面に挿入した W/HfO2/La-silicate/Si 構造の C-V
特性を示す。La シリケートを形成した試料において SiO2が成長していないことを XPS により確

認した。図 1 の CV 特性よりミッドギャップ付近における周波数分散が少なく、La シリケートを

界面に挿入することによりDit ~ 5 x 1011 cm-2eV-1以下の良好な界面特性が得られることがわかる。 
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図 1．W/HfO2/La-silicate/Si の C-V 特性 


